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【はじめに】フレキシブルな OFETとして有機物のみを用いた all-organic FETが考えられるが、

金属を用いた場合と比べ FET特性が劣ることが多い。以前当研究室では、TTF誘導体を活性層と

した後、選択的に有機電荷移動錯体を形成し電極とすることでセルフコンタクト型トランジスタ

を作製し、金を電極とした場合と同等以上の FET 特性を得られた [1,2]。本研究では有機基板上

にセルフコンタクト型トランジスタを作成し、all-organic FETの特性を評価した。 

【実験と結果】 PENフィルム上にフッ素系界面活性剤 Zonyl (DuPont社製) 0.4-0.5 wt% を混合し

た伝導性ポリマーPEDOT:PSS 膜 (Heraeus 社製) をスピンコートにより作製しゲート電極とした

後、パリレン Cを成膜しゲート絶縁層 (C = 3.6 nF/cm
2
) とした。続いてテトラメチルテトラチア

フルバレン (TMTTF) またはヘキサメチレンテトラチアフルバレン (HMTTF) を低真空下で蒸着

し活性層とし、さらに同程度の真空度で TCNQ を蒸着し選択的に電荷移動錯体 (TMTTF)(TCNQ) 

または (HMTTF)(TCNQ) を作製することで、有機物のみから成るセルフコンタクト型トランジス

タを作成した (Fig. 1.)。これを大気下で測定したところトランジスタ特性を示し (Fig. 2.)、金属を

用いた場合と同程度の移動度 (  0.1 cm
2
/Vs) が得られた。 

 

 

 

Fig. 1. Fabrication of all-organic self-contact transistors. Fig. 2. Transistor characteristics of an all-organic 

transistor (L = 150 m) based on TMTTF. 
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